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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月28日(2015.12.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化絶縁膜上に素子分離された酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜を覆う金属膜を形成した後、前記金属膜に酸素を導入して、ゲート
絶縁膜として機能する金属酸化膜を形成し、
　前記金属酸化膜上にゲート電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　酸化絶縁膜上に形成される酸化物半導体膜と、前記酸化物半導体膜上に形成されるゲー
ト電極と、前記酸化物半導体膜及び前記ゲート電極の間に形成されるゲート絶縁膜と、を
形成した後、前記ゲート電極を少なくとも覆う金属膜を形成し、前記金属膜に酸素を導入
して、金属酸化膜を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　第１の酸化絶縁膜上に素子分離された酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜上に第２の酸化絶縁膜を形成し、
　前記第２の酸化絶縁膜上にゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極の側面に接するサイドウォール絶縁膜を形成した後、前記ゲート電極及
び前記サイドウォール絶縁膜と重ならない前記第２の酸化絶縁膜の一部をエッチングし、
前記エッチングにより露出した部分の前記酸化物半導体膜と前記サイドウォール絶縁膜に
接する一対の電極を形成し、
　前記一対の電極及び前記ゲート電極を覆う金属膜を形成した後、前記金属膜に酸素を導
入して、金属酸化膜を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
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